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が大きい場合(偏析長 A- 18Å)と無い場合(A = 0Å)について計算した.両者を対比
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2 小林孝嘉:物理学最前線第 30巻 調短光パルスレー ザとその物理学への応用､大槻
草彦 編､(共立出版社､東京､1993)





























】9赤崎 勇:ⅠⅠト Ⅴ族化合物半導体 (培風館､東京､1994),p.221.
20S.Hiyamizu,T.Fuji,S.Muto,T.lnata,Y･Nakata,Y･Sugiyama,andS･Sasa:JI
CrystalGrowth81,p.349(1987)･







































































































井戸幅【ML] 井戸層の繰り返し周期 [Å]測定値 設計値 誤差
9 128.2 128.0 +0.2
ll 132_8 133.7 -0.9
13 136.8 139.4 -1.6
B･2 測定系
n型不純物添加量子井戸では､図 4.3に示すように､n型不純物から放出された電






















a(a)=u lMJSBf2(n一一n2)･A/T ,/.a,C (4-1)
ここでWは入射する光の角周波数､FLは透磁率､Cは誘電率､,fはプランク定数を2,[で割
った値であるOまた､BsBは第 1-第 2サブバンド間のエネルギー､M sBはサブバン
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等しくなってお り､添加 したSiのほとんどすべてが活性化 していることが分かる｡し
かしながら添加密度が lX1019cm･3を超えた場合､実験結果は計算結果よりも低い値と
なっており､活性化率が低下 している｡Si添加密度が 2xlO19cm-3の場合に､実際に
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谷の種類 番号 AIAsのr谷底から 状態密度
のエネルギーtmeⅥ 有効質量 【mol
r谷 1 -937.2 0.0777
2 ･390.2 0.104
Ⅹp谷 1 -874.9 0.242
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谷の種類 番号 A仏Sのr谷底から 状態密度
のエネルギー【meⅥ 有効質畳 【mo】
r谷 1 -945.0 0･0776
2 -418.0 0.103
Xp8 1 -8531 0･250
(2重縮退) 2 -784･3 0･288
3 -739.0 0.363
ⅩS谷 1 -821.6 0.706
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谷の種類 番号 AIAsのr谷底から 状態密度
のエネルギー【meⅥ 有効質量
｢谷 1 -988.637961 0.076238
2 -463.512520 0.102254
Ⅹp谷 1 -853.727704 0.257177
(_2_重縮退) 2 ･788.253494 0.300438
3 -7 50.839660 0.361859
ⅩS谷 1 -825.699143 0.716146



















































































































































































































ドラ一光パルスのピー ク強度は 1mm2に集光するだけで 30GW/cm2となり､後述四-












































































































































=l■d]プ光 E_の前 ＼<く】 tI1T: ポンプ光照射の後▲▲
東_ユコ､一一樹櫛男増 ■l▼I:ポンプ光
l三の照射1
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rc,:-a,-普;1<kl･qw(q-,o'∫坤 巨-f'kl･ql]W'Ekl謹 直 6-6'
r-AN-;;!<klJv'q-,0両･q-串 f'k-Ii'x5'EA-･i-Ek-''617)
と表すことができ､電子電子散乱確率rceについては
Ii.i. ∑ー2xl<玩 回沌 曳一御叫ユ
xl1-I(i_)jx頑 )Xl1(k-.)】
x3k-.碗 _a-.X句曳+E.一曳一曳)
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